

O 










o 


5 




O 




15(16) 






O 


O 


o 


o 


5 


Q 


O 


NOIS 


13(14) 




O 




O 


o 


o 


o 


o 


O 


SiON 


11(12) 


O 






O 


o 


o 


o 


o 


O 


SiON 


(01)6 


O 








o 


o 


o 


o 


O 


SiON 


oo 


O 






O 




o 


o 


o 


O 


SiON 


CO 


O 






O 


o 






Q 


O 




CO 


O 








o 






o 


O 


OQ 


■S3 


O 






O 








o 


O 


oo 


Formed Film 
Indication 


Methylsi lane 


1 Siloxane 


Alkoxy Compound 




X 

z. 


o 


o 


Ar, He 


Plasma Process 


Film Constitution 



ct3 

cu 

O C/3 

O 1=3 

■ c 1 • 

c3 cn 



. CD 
CD CD 

e ^ -t:3 

o C3 



CO oo 

xn 

-«-^ ^C D ^C D 



o o 

J— ( 

CD 

E CD OJ 

^13 J— ( »— t 

Ci: CD CD 

-o ^ ^ 

CD 

tS3 CD 03 

CO CO 

CO 

CD O O 

O CD 

cn ^ ^ 

CD -H- 

I 

O O 

Q. 
I 

5=3 CO GO 

1^ cn d 

o o 
^ o. 

^— H CO CO 

CD (D 
CD »— I 

o o o 



CO 



CD 



CD 
<D 

CO 
CD 
CO 

o 



O 



CO 

CD 
O 



J=3 -O 

cn 

cn 

— ' cn 
o o 

CD CD 

<t: CD 

CD 13 



cn o 
cn 

-V CO 



cn 
Pi 

On! 

CD CD 
O TO 

5s cct 



CO 



cn 
-o 

CD 
ex3 

CO 

CD 
CD 



CO 
CD 
CO 

o 



ct3 



CO 
CD 

cn 



o 

CV3 CD 

CD cn 

^ cn 
o 

cn CD 



CD 

CD 

^ CD 

E 

CD 

l-t CO 

CD 

^ a;> 

CO 

CD O 
CO -*-» 

cti 

<D 



O O. 
^ O 

cn 

CO CO 

o cn 
C3 E 



en 
E 

=3 

O 
CJ 

CO 
CO 
CD 

o 

J-H 

E 

CO 

O. 
CD 



CD 

E 
o 



CD 



o- o 



CO 

<1> 
o 



CD 

CD 
ct3 



O 

cn 



o 

CD 
O 



CD 



CO 



CO 

CO 
CD 
CD 

O 

O, CD 

cn 

E cti 

CO 

cn 

— ' o 



Film Thickness (nm) 




FIG. 5A 

22a '^o' '^i' ^2- ^ 




FIG. 5B 




